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１．概要（Summary） 

弊社において深堀エッチングの実績がなかったレジス

トで深堀エッチングを行い、選択比と耐性を確認したとこ

ろ、選択比は 50 以上、耐性も問題ないという結果が得ら

れた。今後、このレジストとレシピを用いてデバイス作製の

検討を進める。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

深堀りドライエッチング装置 2 

 

【実験方法】 

4 インチ Si 基板（t525m、B ドープ P 型）にレジスト

(AZ5200NJ, Merck)で 50m×100m開口のパターニ

ングを行い、50m の深堀エッチングを行った。深堀りエ

ッチングのレシピは 84 番のレシピを用いた。（SF6 流量：

100cc、C4F8 流量：100cc、O2 流量：5cc、Bias：5→

70W、ICP：1000W） 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

深堀りエッチングを行い、レジストを除去したサンプル

の上面の顕微鏡画像を Fig. 1に示す。50mの深堀エッ

チングを行ったところ、レジスト厚は 1m 以下しか減って

おらず、50 以上の選択比が確保できていた。また、レジス

ト剥がれやレジスト下のダメージ等もなく、耐性も問題ない

ことが確認できた。今後、このレジストとレシピでの検討を

進める。 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Microscopic image after deep RIE. 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 なし 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

 

６．関連特許（Patent） 

なし 
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